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(57)摘要

一种分区电磁屏蔽封装结构，包括基板、多

个焊垫组、多个芯片、封胶体、电磁屏蔽层以及注

胶体。多个焊垫组电性连接于基板的表面，且每

个焊垫组间隔设置并与芯片对应。芯片焊接于述

焊垫组。封胶体将每个芯片单独封胶。在所有封

胶体外层溅渡金属，以形成电磁屏蔽层。在电磁

屏蔽层的外层注入注胶体，覆盖电磁屏蔽层以形

成封装体。根据需要，将包括多个芯片的封装体

进行切割。本发明还揭示了一种分区电磁屏蔽封

装结构制造方法。本发明提供的封装结构及制造

方法，电磁屏蔽层在封装体内部，无需外层不绣

钢溅镀金属，同时取代了现有技术中对封装产品

进行半切割所导致的翘曲现象，提高了产品良

率，改善了产品外观。
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1.一种分区电磁屏蔽封装结构，其特征在于，包括基板、多个焊垫组、多个芯片、封胶

体、电磁屏蔽层以及注胶体，所述多个焊垫组电性连接于所述基板的表面，且每个焊垫组间

隔设置并与芯片对应，所述芯片焊接于所述焊垫组，所述封胶体将每个芯片单独封胶，在所

有封胶体外层溅渡金属，以形成所述电磁屏蔽层，在所述电磁屏蔽层的外层注入所述注胶

体，覆盖所述电磁屏蔽层以形成封装体，并根据需要，将包括所述多个芯片的封装体进行切

割。

2.根据权利要求1所述的分区电磁屏蔽封装结构，其特征在于，所述基板包括顶面和与

所述顶面相对设置的底面，所述顶面设有多个接地线，所述底面设有多个接地层，所述接地

线和所述接地层电性连接。

3.根据权利要求2所述的分区电磁屏蔽封装结构，其特征在于，所述焊垫组设置在所述

顶面，并位于两个或者多个接地线之间。

4.根据权利要求3所述的分区电磁屏蔽封装结构，其特征在于，所述电磁屏蔽层覆盖所

述接地线，并与所述接地线连接。

5.一种分区电磁屏蔽封装结构制造方法，其特征在于，所述分区电磁屏蔽封装结构制

造方法包括：

在基板设置多个焊垫组；

在每个所述焊垫组上焊接芯片；

封胶体将每个所述芯片进行单独封胶；

在所述封胶体外层溅渡金属，以形成电磁屏蔽层；

在所述电磁屏蔽层外层注入注胶体，以覆盖所述电磁屏蔽层覆盖所述电磁屏蔽层以形

成封装体；

根据需要，将包括所述多个芯片的封装体进行切割。

6.根据权利要求5所述的分区电磁屏蔽封装结构制造方法，其特征在于，在之前，所述

方法还包括：

在所述基板的顶面设置多个接地线，在所述基板的底面设置多个接地层，且所述接地

线与所述接地层电性连接。

7.根据权利要求6所述的分区电磁屏蔽封装结构制造方法，其特征在于，所述焊垫组设

置在所述顶面，并位于两个或者多个接地线之间。

8.根据权利要求7所述的分区电磁屏蔽封装结构制造方法，其特征在于，所述电磁屏蔽

层覆盖所述接地线，并与所述接地线连接。
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分区电磁屏蔽封装结构及制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种封装结构及制造方法，尤其涉及一种分区电磁屏蔽封装结构及制

造方法。

背景技术

[0002] 现有的分区电磁屏蔽封装结构在制造时，主要分为以下两种方案：

[0003] 一种是，先对封装结构进行半切割，再做电磁屏蔽处理。

[0004] 另一种是，先对封装结构进行半切割，再做点胶，最后进行电磁屏蔽处理。

[0005] 针对上述方案，由于半切割操作增加了生产制造周期以及切割成本，且基板在半

切割过程中容易发生翘曲的现象，导致产品良率较低以及产品外观不佳。另外，在点胶过程

中产生气洞，致使产品良率不容易管控，且银胶成本过高。

发明内容

[0006] 有鉴于此，需提供一种分区电磁屏蔽封装结构及制造方法，旨在解决产品良率低、

外观不佳的问题。

[0007] 为实现上述目的，本发明提供的一种分区电磁屏蔽封装结构，包括基板、多个焊垫

组、多个芯片、封胶体、电磁屏蔽层以及注胶体，所述多个焊垫组电性连接于所述基板的表

面，且每个焊垫组间隔设置并与芯片对应，所述芯片焊接于所述焊垫组，所述封胶体将每个

芯片单独封胶，在所有封胶体外层溅渡金属，以形成所述电磁屏蔽层，在所述电磁屏蔽层的

外层注入所述注胶体，覆盖所述电磁屏蔽层以形成封装体，并根据需要，将包括所述多个芯

片的封装体进行切割。

[0008] 优选地，所述基板包括顶面和与所述顶面相对设置的底面，所述顶面设有多个接

地线，所述底面设有多个接地层，所述接地线和所述接地层电性连接。

[0009] 优选地，所述焊垫组设置在所述顶面，并位于两个或者多个接地线之间。

[0010] 优选地，所述电磁屏蔽层覆盖所述接地线，并与所述接地线连接。

[0011] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种分区电磁屏蔽封装结构制造方法，所述

分区电磁屏蔽封装结构制造方法包括：

[0012] 在基板设置多个焊垫组；

[0013] 在每个所述焊垫组上焊接芯片；

[0014] 封胶体将每个所述芯片进行单独封胶；

[0015] 在所述封胶体外层溅渡金属，以形成电磁屏蔽层；

[0016] 在所述电磁屏蔽层外层注入注胶体，以覆盖所述电磁屏蔽层覆盖所述电磁屏蔽层

以形成封装体；

[0017] 根据需要，将包括所述多个芯片的封装体进行切割。

[0018] 优选地，在之前，所述方法还包括：

[0019] 在所述基板的顶面设置多个接地线，在所述基板的底面设置多个接地层，且所述
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接地线与所述接地层电性连接。

[0020] 优选地，所述焊垫组设置在所述顶面，并位于两个或者多个接地线之间。

[0021] 优选地，所述电磁屏蔽层覆盖所述接地线，并与所述接地线连接。

[0022] 相较于现有技术，本发明提供的分区电磁屏蔽封装结构及制造方法，通过封胶体

对多个芯片进行分区隔离，再对注入封胶体后的多个芯片进行整片的溅渡电磁屏蔽层，且

溅渡的电磁屏蔽层在封装体内部，无需外层不绣钢溅镀金属，同时取代了现有技术中对封

装产品进行半切割所导致的翘曲现象，采用本发明的分区电磁屏蔽封装结构能够有效的提

高产品良率，改善产品外观。

附图说明

[0023] 图1所示为本发明实施方式中分区电磁屏蔽封装结构截面示意图。

[0024] 图2所示为本发明提供的分区电磁屏蔽封装结构制造方法的流程图。

[0025] 图3所示为制造基板外层线路的示意图。

[0026] 图4所示为在基板上设置焊垫组的示意图。

[0027] 图5所示为基板表面焊接芯片的示意图。

[0028] 图6所示为第一次注入封胶体的示意图。

[0029] 图7所示为整体溅渡金属的示意图。

[0030] 图8所示为注入注胶体的示意图。

[0031] 图9所示为切割成单独产品的示意图。

[0032] 主要元件符号说明

[0033] 分区电磁屏蔽封装结构                  100

[0034] 基板                                  10

[0035] 顶面                                  11

[0036] 底面                                  12

[0037] 焊垫组                                20

[0038] 芯片                                  30

[0039] 封胶体                                40

[0040] 电磁屏蔽层                            50

[0041] 注胶体                                60

[0042] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

具体实施方式

[0043] 请参照图1，本发明提供的分区电磁屏蔽封装结构100，包括基板10、设于基板10上

的多个焊垫组20、多个芯片30、封胶体40、电磁屏蔽层50以及注胶体60。在图1中，基板10包

括顶面11和与顶面11相对设置的底面12。基板10的顶面11设有多个接地线13，底面12设有

接地层14，且接地线13与接地层14电性连接。焊垫组20设置在基板10的顶面11，位于相邻两

个或者多个接地线13之间，且接地线13将多个焊垫组20间隔开，每个焊垫组20对应焊接一

个芯片30，从而多个芯片30间隔设置，通过封胶体40将每个芯片30进行单独封胶。也就是

说，在基板10上封装有多个芯片30，且每个芯片30之间相互独立。在封胶体40及接地线13的
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外层溅渡金属，以形成电磁屏蔽层50，由于电磁屏蔽层50与接地线13连接，以起到电磁屏蔽

的效果。在电磁屏蔽层50外层注入注胶体60，覆盖溅镀金属以形成封装体，并根据需要，将

包括所述多个芯片的封装体切割成单独的产品。

[0044] 可选的，本发明采用系统级封装(System  In  a  Package，SIP)封装，随着智能手机

和物联网的普及，预期的SIP模块复杂度逐渐增加，对分区电子屏蔽未来需求潜力很大。

[0045] 本发明的分区电磁屏蔽封装结构100，通过封胶体40对多个芯片30进行分区隔离，

再对注入封胶体40后的多个芯片30进行整片的溅渡电磁屏蔽层50，且溅渡的电磁屏蔽层50

在封装体内部30，无需外层不绣钢溅镀金属，同时取代了现有技术中对封装产品进行半切

割所导致的翘曲现象，采用本发明的分区电磁屏蔽封装结构100能够有效的提高产品良率，

改善产品外观。

[0046] 本发明另一实施例提供一种分区电磁屏蔽封装结构制造方法，用于将芯片30分区

电磁屏蔽封装在基板10上。所述分区电磁屏蔽封装方法包括如下步骤：

[0047] 请同时参照图2和图3，步骤S100，在基板10的顶面11设置多个接地线13，在底面12

设置多个接地层14，且接地线13与接地层14电性连接。

[0048] 请同时参照图2和图4，步骤S200，在基板10的顶面11，且在相邻两个或者多个接地

线13之间设置焊垫组20。

[0049] 请同时参照图2和图5，步骤S300，在每个焊垫组20上焊接芯片30。

[0050] 请同时参照图2和图6，步骤S400，通过封胶体40将每个芯片30进行单独封胶。也就

是说，在基板10上封装有多个芯片30，且每个芯片30之间相互独立。

[0051] 请同时参照图2和图7，步骤S500，在封胶体40及接地线13的外层溅渡金属，以形成

电磁屏蔽层50。由于电磁屏蔽层50与接地线13连接，以起到电磁屏蔽的效果。

[0052] 请同时参照图2和图8，步骤S600，在电磁屏蔽层50外层注入注胶体60，覆盖溅镀金

属及将产品封装成整体。

[0053] 请同时参照图2和图9，步骤S700，根据使用需要，将封装整体切割成多个产品。

[0054] 可选的，本发明采用系统级封装(System  In  a  Package，SIP)封装，随着智能手机

和物联网的普及，预期的SIP模块复杂度逐渐增加，对分区电子屏蔽未来需求潜力很大。

[0055] 本发明的分区电磁屏蔽封装结构制造方法，通过封胶体40对多个芯片30进行分区

隔离，再对注入封胶体40后的多个芯片30进行整片的溅渡电磁屏蔽层50，且溅渡的电磁屏

蔽层50在封装体内部30，无需外层不绣钢溅镀金属，同时取代了现有技术中对封装产品进

行半切割所导致的翘曲现象，采用本发明的分区电磁屏蔽封装结构100能够有效的提高产

品良率，改善产品外观。

[0056] 对本领域的普通技术人员来说，可以根据本发明的发明方案和发明构思结合生成

的实际需要做出其他相应的改变或调整，而这些改变和调整都应属于本发明权利要求的保

护范围。
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图2
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图3

图4

图5

图6

图7

说　明　书　附　图 3/4 页

8

CN 109841597 A

8



图8

图9
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